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jéSEL Silizium-Planar-Transistor 2 “ 1893

Ausfiihrung
npn-Silizium-Planar-Transistor. Metallgehiiuse, Kollektor ist mit dem Gehduse verbunden.,

Verwendung
Transistor fir kommerzielle Anwendungen bel sehr hohen Spannungen, z.B. Zdhlgerite,

Machrichtengerdte mit 60 ¥ Speisespannung (Bundespost).
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Grenzdaten
Verustleistung T, = 25°C Piot | 08 W
Te = 25°C | 3,0 W |
Te = 100°C [ 17 | ow
Kollektor-Basis-Spannung Ty = 25°C Llcagl 120 W
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 80 W
Uger® 100 v
Emitter-Basis-Spannung Uggo | T k)
Kollektorgleichstrom I | 500 maA
| Sperrschichttemperatur +T 200 | “C
Maximale Lagertemperatur +Tg 300 C
Minimale Lagertemperatur —Tg 65 'C
*Rpe = 10 0
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Statische Kenndaten bei Ty = 25°C
Kollektor-Basis- Ucg =90V Iceo 0,3 <10 na
Reststrom lego® 15 = 15 il
Emitter-Basis- Ugg = 5V legO = 10 na
Reststrom
Kollektor-Emitter- le =150mA, lg = 15 mA | UcEsat 2 = 65 W
Restspannung lg = S50mA, Ig = 5mA 05 = 1,2 v
Basis-Emitter- lg =150 mA, Ig = 15mA | Uge 0986 < 13 v
Spannung Ilg = S0mA, Ig = 5SmA 082 - 09 W
Gleichstrom= Upcg =10V Ig =100 nf B 50 =20
verstérkung lg = 10mA 80 =35
lg = 150 mA 40 = BO = 120
lg = 10 mA B** 40 =20
Wirmewiderstand {Sperrschicht-Geh&use) | Rihg 0,06 “C/mW|
*Tj= +150°C
"T] =— B§5°C
Dynamische Kenndaten bei T, = 25°C
Emitterschaltung
Stromverstérkung Ucg =10V, le = 5mA haja = 45
f = 1kHz
Grenzfrequenz Uge =10V, lg = 50 mA fr 70 =50 MHz
Basisschaltung
Eingangs- Ugeg = 5V, Ilg= 1mA hi1k 20...30 [¥]
widerstand f = 1 kHz
Spannungs- hyap < 1,25 104
i Rickwirkung
Ausgangsleitwert haop < 0,5 [
 Ausgangs- Ucg =10V Cob | =15 pF
kapazitat ! —
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jéSEI. 2N1893
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1N1893
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YSEI. 2N1893
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